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Настоящий стандарт распространяется на полевые транзисто­
ры (далее — транзисторы) и устанавливает общие требования к 
условиям измерений, аппаратуре и показателям точности измере­
ний.

Стандарт следует применять совместно с соответствующими 
стандартами комплекса при разработке измерительной аппарату­
ры и проведении измерений электрических параметров полевых 
транзисторов.

Конкретные требования к правилам измерения отдельных пара­
метров транзисторов должны быть приведены в стандартах на 
методы измерения этих параметров или в стандартах или техниче­
ских условиях на транзисторы конкретных типов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1622—79.

I I .  Измерение параметров транзисторов следует проводить 
в условиях, установленных в стандартах на конкретные методы 
измерений, стандартах или технических условиях на транзисторы 
конкретных типов или в программах испытаний.

1.2. Режим питания транзисторов должен соответствовать ус­
тановленному в стандартах или технических условиях на тран- 
знсторц конкретных типов. При отсутствии стандартов или техни-
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ческнх условий на конкретные типы транзисторов режим питания 
устанавливают в программах испытаний.

1.3. Измерение параметров транзисторов производят в режимах 
большого или малого сигнала, что должно быть указано в стан­
дартах на конкретные методы измерения электрических парамет­
ров. Сигнал считается малым, если при уменьшении амплитуды 
сигнала в два раза значение измеряемого параметра изменяется 
менее чем на значение основной погрешности измерительной ус­
тановки.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерительные приборы н установки, предназначенные для 
измерения параметров транзисторов, должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 22261—82 и стандартов, утвержденных в ус­
тановленном порядке.

2.2. Места подключения измерительных приборов для контро­
ля режима питания транзисторов могут отличаться от указанных 
на схемах установок, приведенных в соответствующих стандар­
тах на методы измерения, но должны устанавливаться в стан­
дартах или технических условиях на транзисторы конкретных ти­
пов. При этом основная погрешность установок должна быть в 
пределах, установленных в стандартах на конкретные методы 
измерения.

2.3. Измерительные приборы для контроля режима питания 
транзисторов могут отсутствовать, если при этом обеспечивается 
требуемая точность задания и поддержания режима. При этом 
основная погрешность установок должна быть в пределах, уста­
новленных в стандартах на конкретные методы измерения.

2.4. Д ля зашиты транзисторов от перегрузок, возможных при 
воздействии переходных процессов, статического электричества 
или паразитного самовозбуждения, измерительные установки 
должны быть снабжены устройствами зашиты, исключающими 
возможность превышения предельно допустимых электрических 
режимов, установленных в стандартах или технических условиях 
на транзисторы конкретных типов. При этом основная погрешность 
установок должна быть в пределах, установленных в стандартах 
на конкретные методы измерения.

2.5. Полярность источников питания, электроизмерительных 
приборов и измеряемого транзистора указывают в структурных 
схемах измерительных установок, приведенных в стандартах на 
методы измерения.

2.6. Погрешность электроизмерительных приборов, используе­
мых для контроля режима питания транзисторов на постоянном 
и переменном токе, должна соответствовать требованиям стандар­
тов, утвержденных в установленном порядке.
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2.7. Стандарты на методы измерения электрических парамет­
ров транзисторов должны содержать требования к максимально 
допустимому значению основной погрешности измерительных ус­
тановок. В основную погрешность нс входит составляющая пог­
решности измерений, связанная с неточностью установки режима 
питания транзистора. Основная погрешность измерительных уста­
новок, не предназначенных для дистанционных измерений пара­
метров транзисторов, не должна включать составляющих погреш­
ности, связанных с дистанционными измерениями.

Дополнительная погрешность измерения, обусловленная неточ­
ностью установления режима питания транзистора, не должна 
быть включена в метрологические характеристики измерительном 
установки и в документацию на измерительную установку.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Показатели точности измерений указывают в стандартах 
или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

Погрешность измерения параметров транзисторов (при рас­
пределении составляющих погрешности но нормальному закону) 
определяют по формуле

5= ± v t + f r e V - f a  !< > ■ + .
где бос., — основная погрешность измерительной установки;
%и, V» &г — погрешности задания (контроля) режима (напря­
жения. тока), частоты измерения, температуры окружающей сре­
ды. определенные с доверительной вероятностью 0,997; 
ао,  ai, Of. Оу —• коэффициенты влияния напряжения, тока, часто­
ты и температуры на значение измеряемого параметра;

бо*«т — составляющая погрешности, связанная с дистанцион­
ными измерениями.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При эксплуатации измерительных установок должны быть 
соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 
22261-82, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.3.019-80.
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